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(54)【発明の名称】 有機高分子錯体発光体及びその製造方法、並びにそれを用いた発光装置

(57)【要約】
【課題】  スピンコーター、スクリーン印刷、スプレー
塗布などの簡単な装置を用いて容易に薄膜化が可能で、
且つ発光効率の高い有機高分子錯体発光体およびその製
造方法、並びにその有機高分子錯体発光体を用いた発光
装置を提供する。
【解決手段】  β－ジケトン基を有する高分子重合体配
位子及び有機化合物配位子が金属に配位されてなる有機
高分子錯体発光体。その有機高分子錯体発光体の製造方
法は、β－ジケトン基を有する高分子重合体、有機化合
物配位子、および金属化合物を反応させることによる。
また、その有機高分子錯体発光体と有機高分子錯体発光
体を励起可能な光を発する光源とを組み合わせて、発光
装置を作製する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  β－ジケトン基を有する高分子重合体配
位子及び有機化合物配位子が金属に配位されてなること
を特徴とする有機高分子錯体発光体。
【請求項２】  前記β－ジケトン基を有する高分子重合
体配位子が、下記一般式(1)～(6)で表される繰り返し単
位を１０％以上含む重合体とβ－ジケトンとの反応生成
物であることを特徴とする請求項１に記載の有機高分子
錯体発光体。
【化１】

（式中、Ｘはハロゲン基を表す。ｎは１００～５０万の
内の整数である。）
【請求項３】  前記β－ジケトンが、アセチルアセト
ン、ベンゾイルアセトン、ジベンゾイルメタン、４，
４，４－トリフルオロ－１－（２－チエニル）－１，３
ブタンジオン、１，１，１－トリフルオロアセチルアセ
トンから選ばれる少なくとも１種であることを特徴とす
る請求項２に記載の有機高分子錯体発光体。
【請求項４】  前記有機化合物配位子が、８－キノリノ
ール、２－（２－ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサゾ
ール、アセチルアセトン、ベンゾイルアセトン、ジベン
ゾイルメタン、４，４，４－トリフルオロ－１－（２－
チエニル）－１，３ブタンジオン、１，１，１－トリフ
ルオロアセチルアセトンから選ばれる少なくとも１種で
あることを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記
載の有機高分子錯体発光体。、
【請求項５】  前記金属が、IB、IIA、IIB、IIIA、III
B、IVB、VB、VIB、VIIBまたはVIII族のうちの少なくと
も１種の金属元素であることを特徴とする請求項１乃至
４の何れか一項に記載の有機高分子錯体発光体。
【請求項６】  前記金属が、IB、IIA、IIB、IIIAまたは
IIIB族のうちの少なくとも１種の金属元素であることを
特徴とする請求項１乃至５の何れか一項に記載の有機高
分子錯体発光体。
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【請求項７】  前記金属が、Ｃｕ、Ａｇ、Ｂｅ、Ｃａ、
Ｓｒ、Ｂａ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｙおよび
希土類金属からなる群より選ばれる少なくとも１種であ
ることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一項に記載
の有機高分子錯体発光体。
【請求項８】  β－ジケトン基を有する高分子重合体、
有機化合物配位子、および金属化合物を反応させて有機
高分子錯体発光体を合成することを特徴とする有機高分
子錯体発光体の製造方法。
【請求項９】  β－ジケトン基を有する高分子重合体、
有機化合物配位子、および金属化合物を水および／また
は有機溶媒に溶解して均一溶液を調整後、有機および／
または無機のアルカリ化合物を水および／または有機溶
媒に溶解した溶液を加えてアルカリ性にすることにより
有機高分子錯体発光体を合成することを特徴とする請求
項８に記載の有機高分子錯体発光体の製造方法。
【請求項１０】  請求項１乃至７に記載の有機高分子錯
体発光体と、該有機高分子錯体発光体を励起可能な光を
出射する光源とを備えてなることを特徴とする発光装
置。
【請求項１１】  前記光源が、半導体発光素子であるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の発光装置。
【請求項１２】  前記半導体発光素子は、発振波長が２
３５～５００ｎｍの内にあるレーザ光を発する半導体レ
ーザであることを特徴とする請求項１１に記載の発光装
置。
【請求項１３】  前記半導体発光素子は、２３５～５０
０ｎｍに主発光ピークを発する発光ダイオードであるこ
とを特徴とする請求項１１に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、新規な有機高分子
錯体発光体及びその製造方法、並びにそれを用いた発光
装置に関する。より具体的にはβ－ジケトン基を有する
高分子重合体配位子および有機化合物配位子を金属に配
位した高分子錯体からなる有機高分子錯体発光体及びそ
の製造方法、並びにそれを用いた発光装置に関する。
【０００２】
【従来技術】有機発光体はここ数年で非常に進歩した。
アルミニウムトリスキノリノール（Ａｌｑ
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）に代表さ

れる有機金属錯体発光体、ポリフェニレンビニレン（Ph
ilipsJ. Res. 51 , 527, 1998）、ポリ（３－ヘキシル
チオフェン）（Jpn. J. Appl.Phys. 37 (1998), L118
1）などのような長い共役系を持つ重合体など種々の化
合物が提案されている。
【０００３】最近、トリスビピリジルルテニウム錯体の
１つのビピリジル基を縮合して数量体とした有機高分子
錯体発光体（Chem. Mater. 1997, 9, 1710）、ポリウレ
タンの末端にサリチルアルドイミン基を結合し、亜鉛に
配位した有機高分子錯体発光体（Appl. Phys. Lett. 70
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3
(12), 24 March 1997）などの高分子化合物を金属に配
位させた有機高分子錯体発光体に関する報告がある。
【０００４】しかしながら、低分子の有機金属錯体発光
体の場合は発光効率は高いが、薄膜作成のために真空蒸
着が必要であり作業上効率が悪い。Chem. Mater. 1997,
 9,1710に報告された高分子錯体の場合は縮合単位が小
さく数量体のため高分子重合体としての寄与は小さい。
またAppl. Phys. Lett. 70 (12), 24 March 1997に報告
された例の場合、ポリマー末端にのみサリチルアルドイ
ミン基が結合しているため、高分子金属錯体と言うには
余りに金属含量が少なすぎ、発光効率が低すぎる。
【０００５】また、Macromol. Symp. 105 223 (1996)
に、ポリ－ｐ－クロルメチルスチレンとアセチルアセト
ンで代表されるβージケトンとの反応生成物を希土類金
属に配位させた高分子錯体を合成し、ブラックライトの
照射で蛍光を発することを報告している。しかしなが
ら、このような高分子錯体は、配位した金属の価数が２
価以上であるため不安定で、金属架橋によるゲル化が起
こり溶媒に解けなくなっていしまうという問題がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】上記のように、有機発
光体の高分子化が熱心に研究されている。これらの有機
発光体は主に有機ＥＬ材料として使用されるが、有機Ｅ
Ｌの有機層を低分子材料から高分子材料へ置き換えるこ
との最大の利点はその製膜方法にある。
【０００７】一般に有機ＥＬ素子はＩＴＯを蒸着したガ
ラス板上に正孔輸送材料の薄膜を作成しその上に発光材
料の薄膜を、その上に陰極材料の薄膜を作成して作ら
れ、直流電圧を架けることにより発光せられる。前記薄
膜作成時において、正孔輸送材料、発光材料ともに結晶
性の低分子材料を用いた場合には真空蒸着法を用いない
と製膜できない。ところが、高分子材料を用いた場合、
その溶液からスピンコート法、ディップコート法、イン
クジェットプリンティング法などの簡便な方法で製膜で
きるという利点がある。
【０００８】さらにこれらの製膜法は、真空蒸着法に対
し次のような利点がある。
①大面積基板上へ容易に製膜可能である
②複雑な形状（曲面など）の基板上へ容易に製膜可能で
ある
③製膜装置が安価である
④製膜時間が短い
このような製膜法の利点は、生産速度の向上、および生
産コストの低下などに非常に有利である。
【０００９】また高分子材料を用いた薄膜は低分子膜に
対し、機械的強度が大きく、また凝集や結晶化が起こり
にくいという物性上の利点がある。すなわち引っ張りや
曲げが可能になりフレキシブルな素子が製造できるし、
幅広い温度条件で使用できるため用途展開が非常に大き
くなる。 *
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*【００１０】さらに、本発明の有機高分子錯体発光体
は、上記の問題点の解決はもとより、金属の選択、複数
金属の選択、配位子の選択により、発光色を容易に変え
得るという最大の効果が得られる。
【００１１】このように本発明では、スピンコーターな
どの簡単な装置で容易に製膜可能で、且つ発光効率の高
い有機高分子錯体発光体およびその製造方法を提供する
ことを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決すべく
鋭意研究した結果、β－ジケトン基を有する高分子重合
体および有機化合物配位子を金属に配位した有機高分子
錯体発光体およびその製造方法を発見するに至った。
【００１３】すなわち本発明の目的は、下記（１）～
（１３）の構成により達成することができる。
（１）β－ジケトン基を有する高分子重合体配位子及び
有機化合物配位子が金属に配位されてなることを特徴と
する有機高分子錯体発光体。
（２）前記β－ジケトン基を有する高分子重合体配位子
が、下記一般式(1)～(6)で表される繰り返し単位を１０
％以上含む重合体とβ－ジケトンとの反応生成物である
前記（１）に記載の有機高分子錯体発光体。
【化２】

（式中、Ｘはハロゲン基を表す。ｎは１００～５０万の
内の整数である。）
（３）前記β－ジケトンが、アセチルアセトン、ベンゾ
イルアセトン、ジベンゾイルメタン、４，４，４－トリ
フルオロ－１－（２－チエニル）－１，３ブタンジオ
ン、１，１，１－トリフルオロアセチルアセトンから選
ばれる少なくとも１種である前記（２）に記載の有機高
分子錯体発光体。
（４）前記有機化合物配位子が、８－キノリノール、２
－（２－ヒドロキシフェニル）ベンゾオキサゾール、ア
セチルアセトン、ベンゾイルアセトン、ジベンゾイルメ
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5
タン、４，４，４－トリフルオロ－１－（２－チエニ
ル）－１，３ブタンジオン、１，１，１－トリフルオロ
アセチルアセトンから選ばれる少なくとも１種である前
記（１）乃至（３）の何れか一項に記載の有機高分子錯
体発光体。、
（５）前記金属が、IB、IIA、IIB、IIIA、IIIB、IVB、V
B、VIB、VIIBまたはVIII族のうちの少なくとも１種の金
属元素である前記（１）乃至（４）の何れか一項に記載
の有機高分子錯体発光体。
（６）前記金属が、IB、IIA、IIB、IIIAまたはIIIB族の
うちの少なくとも１種の金属元素である前記（１）乃至
（５）の何れか一項に記載の有機高分子錯体発光体。
（７）前記金属が、Ｃｕ、Ａｇ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂ
ａ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｙおよび希土類金
属からなる群より選ばれる少なくとも１種である前記
（１）乃至（６）の何れか一項に記載の有機高分子錯体
発光体。
（８）β－ジケトン基を有する高分子重合体、有機化合
物配位子、および金属化合物を反応させて有機高分子錯
体発光体を合成することを特徴とする有機高分子錯体発
光体の製造方法。
（９）β－ジケトン基を有する高分子重合体、有機化合
物配位子、および金属化合物を水および／または有機溶
媒に溶解して酸性溶液を調整後、有機および／または無
機のアルカリ化合物を水および／または有機溶媒に溶解
した溶液を加えてアルカリ性にすることにより有機高分
子錯体発光体を合成する前記（８）に記載の有機高分子
錯体発光体の製造方法。
（１０）前記（１）乃至（７）に記載の有機高分子錯体
発光体と、該有機高分子錯体発光体を励起可能な光を出
射する光源とを備えてなることを特徴とする発光装置。
（１１）前記光源が、半導体発光素子であることを特徴
とする前記（１０）に記載の発光装置。
（１２）前記半導体発光素子が、発振波長が２３５～５
００ｎｍの内にあるレーザ光を発する半導体レーザであ
ることを特徴とする前記（１１）に記載の発光装置。
（１３）前記半導体発光素子は、２３５～５００ｎｍに
主発光ピークを発する発光ダイオードであることを特徴
とする前記（１２）に記載の発光装置。
【発明の実施の形態】
【００１４】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の
有機高分子錯体発光体は、β－ジケトン基を有する高分
子重合体及び有機化合物配位子が金属に配位されてな
る。β－ジケトン基を有する高分子重合体としては、主
鎖または側鎖にハロゲン基を含有する炭化水素ポリマー
とβ－ジケトンとの反応生成物が好ましく用いられる。
例えば、主鎖または側鎖にハロゲン基を含有する炭化水
素ポリマーの有機溶媒溶液に、β－ジケトンを加え、有
機アミン化合物または有機アルカリ金属化合物を添加す
ることにより容易に製造することができる。有機アミン*

6
*化合物としては炭素数が２から１０のアルキル基からな
るモノアルキルアミン、ジアルキルアミン、トリアルキ
ルアミンが使用できる。好ましくはジエチルアミン、ト
リエチルアミン、ジプロピルアミン、トリブチルアミン
などのジアルキルアミン、トリアルキルアミンが挙げら
れる。有機アルカリ金属化合物としては、Ｌｉ、Ｎａ、
Ｋなどの有機化合物が用いられ、具体的にはブチルリチ
ウム、ナトリウムナフタレン、α－メチルスチレンカリ
ウムなどが挙げられる。主鎖または側鎖にハロゲン基を
有するポリマーとは下記の一般式(1)～(6)で表される繰
り返し単位を１０％以上含む重合体である。
【化３】

（式中、Ｘはハロゲン基を表す。ｎは１００～５０万の
内の整数である。）
【００１５】具体的には、ポリ塩化ビニル、ポリクロロ
プレン、ポリ－ｐ－クロルスチレン、ポリ－（ｐ－クロ
ル）－２－フェニルブタジエン、ポリ－ｐ－クロルメチ
ルスチレンまたはポリ－（ｐ－クロルメチル）－２－フ
ェニルブタジエンなどを挙げることができる。
【００１６】β－ジケトンとしてはアセチルアセトン、
ベンゾイルアセトン、ジベンゾイルメタン、１，１，１
－トリフルオロアセチルアセトン、４，４，４－トリフ
ルオロ－１－（２－チエニル）－１，３－ブタンジオン
などが挙げられる。これらの化合物にさらに炭化水素残
基などの置換基を持つ化合物も含まれる。
【００１７】本発明の有機高分子錯体発光体は、上記β
－ジケトン基を有する高分子重合体を、有機化合物配位
子、及び金属化合物と反応させることにより得られる。
この時、β－ジケトン基を有する高分子重合体、有機化
合物配位子、および金属化合物を水および／または有機
溶媒に溶解して均一溶液を調整後、有機および／または
無機のアルカリ化合物を水および／または有機溶媒に溶
解した溶液を加えてアルカリ性にすることにより、さら
に効率よく本発明の有機高分子錯体発光体を合成するこ
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7
とができる。
【００１８】使用する金属化合物としては周期律表のI
Ｂ、IIＡ、IIＢ、IIIＡ、IIIＢ、IVＢ、VＢ、VIＢ、VII
Ｂ、VIII族金属の陰イオンの塩、酸化物などが用いられ
る。特に好ましくは、IＢ、IIＡ、IIＢ、IIIＡまたはII
IＢ族金属の陰イオンの塩を水溶液の状態で使用する。
好ましい金属の具体例としてはＣｕ、Ａｇ、Ｂｅ、Ｃ
ａ、Ｓｒ、Ｂａ、Ｚｎ、Ｃｄ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｙ、
希土類金属が挙げられる。陰イオンとしては－Ｃｌ、－
Ｂｒ、－Ｉ、－ＮＯ

3
、－ＳＯ

4
、－ＣＯ

3
、－ＯＯＣＣ

Ｈ
3
などが用いられる。これらの金属化合物の選択は目

的とする発光体の発光色により選ばなければならない。
また、発光色を調節するために、これらの金属化合物を
２種以上混合して使用することもできる。
【００１９】高分子金属錯体を安定化するため１個また
は複数個の有機化合物配位子を使用することが本発明の
重要な構成要素の１つである。用いられる有機化合物配
位子としては、１座ないし４座配位子が用いられる。１
座配位子としてはＲＯ－、ＲＳ－、ＲＣＯＯ－、ＮＨ

2

－、ＲＮＨ－、Ｒ
2
Ｎ－、Ｒ

2
ＮＣＯＯ－、Ｒ

2
ＮＣＳＳ

－などの有機残基を有する化合物が挙げられる。ここ
で、Ｒは炭素数が１から１２の炭化水素を表す。さらに
具体的には、エトキシ基、エチルメルカプト基、酢酸
基、プロピルアミン基、ジブチルアミン基，  ジブチル
ジチオカルバミン酸基などである。
【００２０】２座配位子としては、Ｎ，Ｎで配位する化
合物、例えばビピリジル、１，８－ナフチリジン、１，
１０－フェナントロリンなど。Ｏ，Ｎで配位する化合
物、例えば８－キノリノ－ル、２－（２－  ヒドロキシ
フェニル）ベンゾオキサゾール、サリチルアルデヒドと
アニリンの縮合物など。Ｏ，Ｏで配位する化合物、例え
ば、アセチルアセトン、１－フェニル－１，３－ブタン
ジオン、ジベンゾイルメタン、３－メチル－２，４－ペ
ンタンジオン、１，１，１－トリフルオロアセチルアセ
トン、４，４，４－トリフルオロ－１－（２－チエニ
ル）－１，３－ブタンジオンなどが挙げられる。
【００２１】３座配位子としては２，２’，２’’－テ
ルピリジンなどの化合物が挙げられる。
【００２２】４座配位子としてはビス（ベンゾイルアセ
トン）エチレンジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジサリチリデント
リメチレンジアミンなどが挙げられる。
【００２３】これらの有機化合物配位子は単独で、また
は２種以上を組み合わせて配位させることもできる。こ
れらの配位子は目的とする発光体の発光色により金属化
合物との組み合わせにおいて選ばなければならない。
【００２４】具体的な組み合わせの例示をするならば、
金属としてＥｕ（III）を選び、β－ジケトン基を有す
る高分子重合体としてポリ－ｐ－クロルメチルスチレン
と４，４，４－トリフルオロ－１－（２－チエニル）－
１，３－ブタンジオンとの反応生成物を用い、有機化合
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物配位子として４，４，４－トリフルオロ－１－（２－
チエニル）－１，３－ブタンジオンを２当量使用した場
合、３６５ｎｍの紫外線照射において鮮やかな赤色の強
い発光色を示す有機高分子錯体発光体が得られる。詳細
は実施例にてさらに具体的に説明する。
【００２５】得られた有機高分子錯体発光体は溶媒溶解
性が高く種々の溶媒に溶解してスピンコートなどの方法
により薄膜を作成することができる。溶媒としてはベン
ゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、アセ
トン、メチルエチケトン、アセチルアセトンなどのケト
ン化合物、酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピオン酸エチ
ルなどのエステル化合物、ジエチルエテル、ジブチルエ
ーテル、テトラヒドロフラン、エチレングリコールジメ
チルエーテルなどのエーテル化合物、ホルムアミド、Ｎ
－メチルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミ
ド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミドなどのアミド化合
物、Ｎ－メチルピロリドンなどの含窒素化合物、ジメチ
ルスルホキシドなどの含硫黄化合物などが挙げられる。
有機高分子錯体発光体の溶媒に対する溶解度は、１）β
－ジケトン基を有する高分子重合体の種類、分子量、
２）金属の種類、３）配位子の種類によって異なるため
最良の溶媒を選択する必要がある。具体的に好ましい例
を挙げるならば、金属としてＥｕを選び高分子重合体配
位子としてポリ－ｐ－クロルメチルスチレンと４，４，
４－トリフルオロ－１－（２－チエニル）－１，３－ブ
タンジオンとの反応生成物を用い、有機化合物配位子と
して４，４，４－トリフルオロ－１－（２－チエニル）
－１，３－ブタンジオンを用いた場合、トルエン、キシ
レンなどの芳香族炭化水素、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトア
ミドに代表されるアミド化合物またはクロロホルムなど
のハロゲン化炭化水素を溶媒として使用できる。
【００２６】また本発明の有機高分子錯体発光体は、そ
の発光色を調節するため２種以上を溶液状態で混合して
使用することもでき、さらに公知の有機高分子発光体ま
たはドーパントとして公知の低分子発光材料を溶液状態
で混合して使用することも可能である。
【００２７】ところで、本発明の有機高分子錯体発光体
は、電気的に発光させることができるため有機ＥＬ材料
として使用できるが、この有機高分子錯体発光体からの
発光よりも短い波長の光により励起されて発光するとい
う発光特性も有するため、有機ＥＬ材料用だけでなく、
励起光源と組み合わせて照明装置や表示装置など種々の
発光装置に利用できる。すなわち本発明の発光装置は、
前記有機高分子錯体発光体と、該有機高分子金属錯体発
光体を励起可能な光を出射する光源とを備えてなる。こ
のように構成することで、前記有機高分子錯体発光体は
光源からの光により励起され、その励起光よりも長波長
の可視光を発することができる。
【００２８】以下、本発明に係る実施の形態の発光装置
について説明する。
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9
（実施の形態１）本発明の実施の形態１の発光装置は、
図３（ａ）（ｂ）に示すように管状の導光体１１の管内
に本発明の有機高分子錯体発光体の溶液１２が封入され
るとともに、端部に有機高分子錯体発光体を励起可能な
光を発する光源１３が備えられた発光装置である。光源
１３からの光により導光体１１の管内の有機高分子錯体
発光体が励起され線状に発光する。有機高分子錯体発光
体溶液１２を管状の導光体１１に封入するには、前記に
示したような本発明の有機高分子錯体発光体が溶解可能
な溶媒に溶解させ、この溶液を管内に封入する。このと
き使用する管状の導光体１１の材料としては、ガラスや
石英が好ましい。また、光源１３としては、半導体レー
ザや発光ダイオードなどの半導体発光素子が好ましく使
用できる。更に好ましくは、細く絞った光を放出させる
ことができる半導体レーザを使用する。本実施の形態で
は図３（ａ）に示すように光源１３を一端部にのみ配置
させたが、管状の導光体の長さにより、光源を両端部に
配置させることもできる。
【００２９】本発明の有機高分子錯体発光体は、非常に
溶媒溶解性が高く、また溶液の状態でも同様に発光する
ため、実施の形態１の発光装置ように溶液の状態で使用
することが可能である。従って、極めて細く、また複雑
な形状の管の中にも封入することができ、これを利用し
て種々の形状の発光装置を作製することができる。
【００３０】（実施の形態２）本発明の実施の形態２の
発光装置は、図４（ａ）（ｂ）に示すように、棒状の導
光体２１の表面に有機高分子錯体発光体の蛍光膜２２が
形成されているとともに、端部に有機高分子錯体発光体
を励起可能な光を発する光源２３が備えられた発光装置
である。光源２３からの光により導光体表面の有機高分
子錯体発光体が励起され線状に発光する。有機高分子錯
体発光体の蛍光膜２２を形成するには、前記に示したよ
うな本発明の有機高分子錯体発光体が溶解可能な溶媒に
溶解させ、この溶液に導光体を浸積させるか又はこの溶
液を導光体に塗布した後、乾燥させることで容易に蛍光
膜を形成する。このとき使用する導光体２１の材料とし
ては、ガラス、石英、樹脂等が好ましく使用できる。ま
た、光源２３としては、半導体レーザや発光ダイオード
などの半導体発光素子が好ましく使用できる。更に好ま
しくは、細く絞った光を放出させることができる半導体
レーザを使用する。本実施の形態でも図４（ａ）に示す
ように光源２３を一端部にのみ配置させたが、導光体の
長さにより、光源を両端部に配置させることもできる。
【００３１】（実施の形態３）本発明の実施の形態３の
発光装置は、液晶バックライト、パネルメーター、表示
灯や面発光スイッチなどに用いられる面状発光装置であ
る。図５に示すように、板状の導光体３１の発光面に有
機高分子錯体発光体の蛍光膜３２を形成し、一端面に有
機高分子錯体発光体を励起可能な光を発する光源３３を
備えている。また、発光面及び光源が接続される端面を
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除いて反射膜３４を設けて発光効率を向上させるように
構成されている。有機高分子錯体発光体の蛍光膜３２
は、実施の形態２と同様にして作製することができる。
導光体３１の材料としても、ガラス、石英、樹脂等が好
ましく使用できる。また、光源３３としては、半導体レ
ーザや発光ダイオードなどの半導体発光素子が好ましく
使用できるが、均一な発光面を得るためには、発光ダイ
オードを使用することが好ましい。さらに均一な発光面
が得られるようにするため、端面には複数個の発光ダイ
オードを配置させている。
【００３２】実施の形態２、３で示した発光装置では、
導光体の表面に有機高分子錯体発光体の蛍光膜が形成さ
れている。一般的に、このような発光装置の蛍光膜には
無機蛍光体が使用されており、無機蛍光体を溶媒中に分
散させてスラリー溶液を作製し、この溶液を塗布、乾燥
させて蛍光膜を形成している。無機蛍光体を本発明の有
機高分子錯体発光体に置き換える最大の利点は、溶媒へ
の溶解性にある。本発明の有機高分子錯体発光体は、溶
媒中に容易に溶解するため、無機蛍光体のように溶媒中
に分散させる必要もなく、塗布時の作業性が良い。ま
た、無機蛍光体では分散が不十分であると、均一に塗布
することができず発光ムラなどの問題が生じるが、本発
明の有機高分子錯体発光体は溶媒中に溶解しているた
め、均一に塗布することができ、ムラのない均一な発光
が得られる。
【００３３】（実施の形態４）実施の形態４も、図６に
示すように実施の形態３と同様な面状発光装置である
が、実施の形態３と異なるのは、有機高分子錯体発光体
を導光体中に分散させている点である。有機高分子錯体
発光体を導光体に分散させるには、樹脂を加熱して溶融
状態にした樹脂中に有機高分子錯体発光体を添加し、ニ
ーダー、ロール等の混練機を用いて均一に分散させる。
分散後、押し出し機、熱プレス機等の成型機を用いて所
望の形状に成型する。従って、導光体中に分散させる場
合は、導光体の材料としては、加工しやすい樹脂を用い
ることが好ましい。この時、有機高分子錯体発光体の添
加量は樹脂に対して１０重量％以下であることが好まし
い。
【００３４】また、実施の形態４では樹脂中に有機高分
子錯体発光体を分散させ、これを板状に成型して導光体
としたが、これをフィルム状に成型し、実施の形態３の
塗布膜の代わりに、このフィルムを導光体の発光面側に
配置させることも可能である。
【００３５】このように蛍光体を樹脂中に分散させて使
用する場合、樹脂中に均一に分散されていることは、ム
ラのない均一な発光を得るうえで非常に重要である。本
発明の有機高分子錯体発光体は、無機蛍光体に比べて樹
脂との馴染みが良く樹脂中に分散しやすいため、ムラの
ない均一な発光を得ることができる。
【００３６】（実施の形態５）本発明の実施の形態５
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11
は、導光体の一種である光ファイバを用いた発光装置で
ある。図７に示すように、光ファイバは屈折率の大きい
材料からなるコア部５１と、コア部５１を同心円状に包
むようにコア部５１よりも屈折率の小さい材料からなる
クラッド部５２を備えている。使用時には水分等から保
護し、またはハンドリングを良くするなどの目的でクラ
ッド部５２の外側にプラスチックやナイロン等の樹脂か
らなる被覆部５３を形成させている。本発明の有機高分
子錯体発光体は、前記クラッド部５２または／および被
覆部５３に含有させることができ、端部には有機高分子
錯体発光体を励起可能な光を発する光源が備えられてい
る。光源としては、半導体レーザや発光ダイオードなど
の半導体発光素子が好ましく使用できるが、この場合も
細く絞った光を放出させることができる半導体レーザを
使用する方が好ましい。半導体レーザから光ファイバ内
に入射したレーザ光は、クラッドとコアの境界面で反射
されながらコアに閉じこめられて他方の一端である出射
端にまで伝送されるが、レーザ光の一部はコアからクラ
ッド中にしみ出し、クラッド中の有機高分子錯体発光体
を励起して発光させることができる。したがって、半導
体レーザ光を光ファイバの形状に発光させることが可能
となる。クラッド部５２に有機高分子錯体発光体を含有
させるには、クラッド部原料を加熱して溶融状態にした
クラッド部原料に有機高分子錯体発光体を添加した後、
コア部に塗布する方法、あるいはコア部を押出機に導入
してクラッド部材とともに押出成型する方法などを用い
ることができる。
【００３７】以下に本実施の形態１～５の発光装置の各
構成要素について説明する。
【００３８】（有機高分子錯体発光体）本発明の有機高
分子錯体発光体を、発光装置に用いるには、実施の形態
でも示したように、有機高分子錯体発光体を溶媒中に溶
解して溶液の状態で使用しても良いし、またこの溶液を
導光体表面に塗布、乾燥させて蛍光膜を形成しても良い
し、或いは導光体中に分散させて使用することもでき
る。また有機高分子錯体発光体は、単独でも良いし混合
して使用することもできる。例えば、青、赤、緑の発光
を示す三種の高分子有機金属錯体発光体を混合して使用
すれば容易に白色発光が得られる。また、有機高分子錯
体発光体の発光強度向上、色純度向上あるいは発光色変
更の目的で、有機色素を添加することもできる。有機色
素としては、有機ＥＬ用に開発されているほとんど全て
の化合物が使用できる。例えば、青色発光色素として
は、ビフェニル、ペリレン等が挙げられ、緑色発光色素
としては、キナクリドン等が挙げられ、黄色発光色素と
してはルブレン等が挙げられる。これらの有機色素の添
加量としては、有機高分子錯体発光体に対して２０％以
下、好ましくは１０％以下である。
【００３９】前記導光体とは光を導入させて光を内部で
導波させると共に所望の形状に好適に発光させることが
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できるものである。導光体の形状としては特に限定され
ず、板状、棒状、繊維状、フィルム状等、種々の形状の
ものが使用可能である。導光体の材料としては、ガラ
ス、石英、樹脂等が使用可能である。樹脂として具体的
には、ナイロン系、メタクリル酸エステル系、ポリスチ
レン系、ポリエステル系、ポリエーテル系、ポリカーボ
ネート系、ポリ塩化ビニル系など、一般に使用されてい
る樹脂であれば何でも良く、好ましくは透明度の高い樹
脂を使用する。ここで、実施の形態２、３のように導光
体表面に有機高分子錯体発光体の蛍光膜を形成する場
合、導光体としてガラス或いは石英を用いるのであれ
ば、これらの表面（塗布面）をスリガラス状にしておく
ことが好ましい。こうすることで、ガラス或いは石英の
表面の濡れ性が良くなり均一な蛍光膜を形成することが
できる。
【００４０】（光源）光源としては、本発明の有機高分
子錯体発光体を励起可能な光を発するものであれば特に
限定されないが、効率よく特定のピーク波長が発光可能
な半導体発光素子が好適に用いられる。好ましい半導体
発光素子としては、主発光ピークが２３５～５００ｎｍ
の内にある半導体レーザや発光ダイオードが挙げられ
る。例えば、最近開発された発光波長２３５ｎｍの人工
ダイヤモンドを用いた紫外線発光素子を用いることもで
きる。更に好ましくは、紫外および可視光の短波長側で
も高輝度に発光可能な窒化物半導体からなる半導体レー
ザや発光ダイオードを用いる。窒化物半導体は、Ｉｎ

x

Ａｌ
y
Ｇａ

1-x-y
Ｎ（ただし、０≦ｘ、０≦ｙ、ｘ＋ｙ≦

１）を発光層とし、半導体層の材料やその混晶度によっ
て発振波長を種々選択することができる。本発明におい
ては、主発光ピークが３６０ｎｍ～５００ｎｍの内にあ
る窒化物半導体発光素子を使用することが好ましい。こ
の時、好適には発光装置として組み合わせる有機高分子
錯体発光体に応じて、最適な波長のものを選択する。
【００４１】半導体レーザ
光源として使用する半導体レーザの具体例として、窒化
物半導体よりなる半導体レーザについて説明する。窒化
物半導体を形成させる基板としてはＣ面、Ｒ面及びＡ面
のいずれかを主面とするサファイヤ、スピネル、ＧａＮ
系基板のような絶縁性基板や、ＳｉＣ（６Ｈ、４Ｈ、３
Ｃを含む）、ＺｎＳ、ＺｎＯ、ＧａＡｓ、Ｓｉ、及び窒
化物半導体と格子整合する酸化物基板等、窒化物半導体
を成長させることが可能で従来から知られており、窒化
物半導体と異なる基板材料を用いることが出来る。好ま
しい基板としてはサファイア、スピネルが挙げられる。
このような異種基板を用いる場合は基板と窒化物半導体
層との格子不整合を是正するためにバッファ層を形成す
ることが望ましい。バッファ層としては、低温で形成さ
せた窒化アルミニウムや窒化ガリウムなどで形成させる
ことができる。
【００４２】バッファ層形成後、バッファ層の上に、ｎ
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型層としてＳｉドープＡｌＧａＮ層よりなるｎ型コンタ
クト層、ＩｎＧａＮよりなるクラック防止層、アンドー
プのＡｌＧａＮとＳｉドープのＧａＮが交互に積層され
てなるｎ型クラッド層、アンドープのＧａＮよりなるｎ
型光ガイド層を順次成長させる。尚、クラック防止層は
省略可能である。次に活性層として上記のｎ型層の上に
ＳｉドープのＩｎＧａＮよりなる障壁層とアンドープの
ＩｎＧａＮよりなる井戸層を有する多重量子井戸構造の
活性層を成長させる。活性層の上にｐ型層として、Ｍｇ
ドープのＡｌＧａＮよりなるｐ型電子閉じ込め層、アン
ドープのＧａＮよりなるｐ型光ガイド層、アンドープの
ＡｌＧａＮとＭｇドープのＧａＮを相互に積層させてな
るｐ型クラッド層、ＭｇドープのＡｌＩｎＧａＮよりな
るｐ型コンタクト層を順次積層させる。上記の各層を成
長させて得られたウエハを窒素雰囲気中、炉等による加
熱、または低速電子線照射やプラズマ照射等によりｐ型
層を更に低抵抗化させることができる。
【００４３】以上のようにして窒化物半導体を成長させ
各層を積層させた後、反応性イオンエッチング等により
エッチングしてｎ電極を形成させるためのｎ型コンタク
ト層の表面を露出させる。次いで、ストライプ状の導波
路領域としてリッジストライプを形成させる。リッジス
トライプは所定の形状のマスクを用いたフォトリソグラ
フィ等により得ることができる。次いで、各半導体層上
にスパッタリング法や真空蒸着法などを用いて所望の形
状の各電極を形成させてからウエハを分割し、半導体レ
ーザ素子を得ることができる。
【００４４】発光ダイオード
光源として使用する発光ダイオードの具体例として、窒
化物半導体よりなる発光ダイオードについて説明する。
窒化物半導体を形成させる基板としては、前記半導体レ
ーザを形成させる基板と同様のものを用いることができ
る。好ましくは、サファイヤやスピネルの基板を用い、
これら基板との格子不整合を是正するためにバッファー
層を形成することが望ましい。バッファー層は、低温で
形成させた窒化アルミニウムや窒化ガリウムなどで形成
させることができる。
【００４５】半導体の構造としては、ＭＩＳ接合、ＰＩ
Ｎ接合やｐｎ接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造あ
るいはダブルへテロ構成のものが挙げられる。半導体活
性層を量子効果が生ずる薄膜に形成させた単一量子井戸
構造や多重量子井戸構造とすることもできる。半導体の
素子構造の具体例として、バッファー層上に、Ｓｉドー
プのＧａＮよりなるｎ型コンタクト層、ＳｉドープのＡ
ｌＧａＮよりなるｎ型クラッド層、アンドープのＩｎＧ
ａＮよりなる活性層、ＭｇドープのＡｌＧａＮよりなる
ｐ型クラッド層、ＭｇドープのＧａＮよりなるｐ型コン
タクト層を順次積層させたダブルヘテロ構造のものが挙
げられる。上記の各層を成長させて得られたウエハは、
窒素雰囲気中、炉等による加熱、または低速電子線照射
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やプラズマ照射等によりｐ型層を更に低抵抗化させるこ
とができる。
【００４６】以上のようにして窒化物半導体を成長させ
各層を積層させた後、反応性イオンエッチング等のエッ
チングによりｎ型コンタクト層の表面を露出させる。次
に各半導体層上にスパッタリング法や真空蒸着法などを
用いて所望の形状の各電極を形成させてからウエハを分
割し、ＬＥＤチップを得ることができる。
【００４７】
【実施例】次に、本発明を実施例によって更に具体的に
説明するが、本発明はその要旨を越えない限り、以下の
実施例の記載に限定されるものではない。
【００４８】＜β－ジケトン基を有する高分子重合体－
１の製造例＞回転子を入れた５００ｍｌのフラスコにｐ
－クロルメチルスチレンの重合体（ｐ－クロルメチルス
チレンを２，２’－アゾビスイソブチロニトリル（ＡＩ
ＢＮ）を開始剤に用いて重合した。ポリスチレン換算の
分子量は約１１，０００であった。）２０ｇを精秤し、
乾燥したトルエン２００ｍｌに溶解した。次にアセチル
アセトン（０．１３ｍｏｌ）のトルエン溶液を加えた。
続いて室温で攪拌下にトリエチルアミン（０．２ｍｏ
ｌ）のトルエン溶液１００ｍｌをゆっくりと滴下した。
滴下終了後、室温にて２時間攪拌し反応を完結させた。
これを３００ｍｌのメタノール中に投入し、析出したポ
リマーを濾別、乾燥して１８ｇの白色のポリマーを得
た。以後この生成物を高分子配位子－１と略す。
【００４９】＜βージケトン基を有する高分子重合体－
２の製造例＞アセチルアセトンの代わりに４，４，４－
トリフルオロ－１－（２－チエニル）－１，３－ブタン
ジオン２９ｇを使用したほかは上記β－ジケトン基を有
する高分子重合体－１の製造例と同様の操作を行い、３
０ｇの白色のポリマーを得た。以後この生成物を高分子
配位子－２と略す。
【００５０】＜β－ジケトン基を有する高分子重合体－
３の製造例＞ｐ－クロルメチルスチレン重合体の代わり
にポリクロロプレン２０ｇを使用したほかは上記β－ジ
ケトン基を有する高分子重合体－１の製造例と同様の操
作を行い、２３ｇの白色のポリマーを得た。以後この生
成物を高分子配位子－３と略す。
【００５１】
【実施例１】＜（高分子配位子－１）Ｔｂ(III)（ａｃ
ａｃ）

2
の製造＞５００ｍｌのフラスコに上記で製造し

た高分子配位子－１（モノマー単位で１０ｍｍｏｌ）を
ジメチルスルホキシド（以下ＤＭＳＯと略す）１００ｍ
ｌに溶解し、ＴｂＣｌ

3
・６Ｈ

2
Ｏ（１０ｍｍｏｌ，３．

７ｇ）をＤＭＳＯ５０ｍｌに溶解して加え、アセチルア
セトン（２０ｍｍｏｌ，２．０ｇ）をＤＭＳＯ５０ｍｌ
に溶解して加えた。この系にピペリジンをゆっくりと加
えＰＨ９に調整した。１時間撹拌後、減圧蒸留して大部
分の溶媒を留去すると多量の沈殿が生成した。生成した
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沈殿を濾過し、洗浄、乾燥して５．５ｇの高分子金属錯
体を得た。収量はほぼ定量的であった。
【００５２】得られた結晶の元素分析値は下記の通りで
あった。なお、単位は重量％である。

この分析結果から、理論値と非常によく一致しているの
がわかる。また、この高分子金属錯体に３６５ｎｍの紫
外線を照射すると強い緑色の蛍光を発した。日立製の蛍
光スペクトロフォトメーター  ＭＰＦ－４を用い発光ス
ペクトルを測定したところ、５４７ｎｍに最大吸収を有
するシャープなスペクトルを示した（図１）。このよう
にして得られた有機高分子錯体発光体１ｇをＮ，Ｎ－ジ
メチルアセトアミド１５０ｍｌに溶解し均一溶液を作成
したところ、粉体と同様に３６５ｎｍの紫外線照射によ
り強い緑色の蛍光を発した。 *
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*【００５３】
【実施例２】＜（高分子配位子－２）Ｅｕ(III)（ＴＴ
Ａ）

2
の製造＞５００ｍｌのフラスコに上記で製造した

高分子配位子－２（モノマー単位で１０ｍｍｏｌ）をＤ
ＭＳＯ１００ｍｌに溶解し、ＥｕＣｌ

3
（１０ｍｍｏ

ｌ，２．６ｇ）をＤＭＳＯ５０ｍｌに溶解して加え、
４，４，４－トリフルオロ－１－（２－チエニル）－
１，３－ブタンジオン（２０ｍｍｏｌ，２．２ｇ）をＤ
ＭＳＯ５０ｍｌに溶解して加えた。この系にピペリジン
をゆっくりと加えＰＨ９に調整した。１時間撹拌後、減
圧蒸留して大部分のＤＭＳＯを留去すると多量の沈殿が
生成した。生成した沈殿を濾過し、洗浄、乾燥して９．
０ｇの高分子金属錯体を得た。収量はほぼ定量的であっ
た。
【００５４】得られた結晶の元素分析値は下記の通りで
あった。なお、単位は重量％である。

                  Ｃ              Ｈ              Ｓ
    分析値    ４４．７７        ３．３１        ５．３８
    理論値    ４４．９１        ３．２５        ５．４５

この分析結果から、理論値と非常によく一致しているの
がわかる。また、この高分子金属錯体に３６５ｎｍの紫
外線を照射すると強い赤色の蛍光を発した。日立製の蛍
光スペクトロフォトメーター  ＭＰＦ－４を用い発光ス
ペクトルを測定したところ、６１４ｎｍに最大吸収を有
するシャープなスペクトルを示した（図２）。
【００５５】
【実施例３】＜（高分子配位子－３）Ｅｕ(II)（ａｃａ
ｃ）の製造＞５００ｍｌのフラスコに上記で製造した高
分子配位子－３（モノマー単位で１０ｍｍｏｌ）をＤＭ
ＳＯ１００ｍｌに溶解し、ＥｕＣｌ

2
（１０ｍｍｏｌ，

２．２ｇ）をＤＭＳＯ５０ｍｌに溶解して加え、アセチ
ルアセトン（１０ｍｍｏｌ，１．０ｇ）をＤＭＳＯ５０
ｍｌに溶解して加えた。この系にピペリジンをゆっくり
と加えＰＨ９に調整した。１時間撹拌後、減圧蒸留して
大部分のＤＭＳＯを留去すると多量の沈殿が生成した。
生成した沈殿を濾過し、洗浄、乾燥して４．５ｇの高分
子金属錯体を得た。収量はほぼ定量的であった。
【００５６】得られた結晶の元素分析値は下記の通りで
あった。なお、単位は重量％である。

この分析結果から、理論値と非常によく一致しているの
がわかる。また、この高分子金属錯体に３６５ｎｍの紫
外線を照射すると強い青色の蛍光を発した。日立製の蛍
光スペクトロフォトメーター  ＭＰＦ－４を用い発光ス
ペクトルを測定したところ、４０５ｎｍに最大吸収を有
するシャープなスペクトルを示した。
【００５７】

【比較例１】実施例２で使用した配位子４，４，４－ト
リフルオロ－１－（２－チエニル）－１，３－ブタンジ
オンを使用しない以外は実施例２と同様の操作を行っ
た。３．３ｇのねばい高分子量体が得られた。赤外吸収
スペクトルを測定すると３５００（ｃｍ－1）近辺に－
ＯＨ基由来の強い吸収が見られた。この高分子金属錯体
に３６５ｎｍの紫外線を照射すると赤色の蛍光を発した
が実施例２で得られた高分子金属錯体と比較するとその
発光強度は約２／３であった。
【００５８】
【実施例４】実施例３で得られた有機高分子錯体（高分
子配位子－３）Ｅｕ(II)（ａｃａｃ）の１ｗｔ％クロロ
ホルム溶液を調整し、ガラス毛細管の管内に封入した。
次に、図３に示すように、ガラス毛細管の一端面に光源
として窒化物半導体からなる半導体レーザ（光出力：５
ｍＷ、発振波長：４００ｎｍ）を配置させ、線状に発光
する発光装置を作製した。
【００５９】
【実施例５】実施例１で得られた有機高分子錯体発光体
（高分子配位子－１）Ｔｂ(III)（ａｃａｃ）

2
の１ｗｔ

％クロロホルム溶液を調製し、表面がスリガラス状であ
る石英の棒をその溶液に浸し、ディップ法にて塗布、乾
燥させて蛍光膜を形成した。図４に示すように、導光体
の一端面に光源として窒化物半導体からなる半導体レー
ザ（光出力：５ｍＷ、発振波長：４００ｎｍ）を配置さ
せ、線状に発光する発光装置を作製した。
【００６０】
【実施例６】合成例２で得られた有機高分子錯体発光体
（高分子配位子－２）Ｅｕ(III)（ＴＴＡ）

2
の１ｗｔ％

クロロホルム溶液を調製し、この溶液を板状のポリスチ
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レンからなる導光体（１０ｃｍ×１０ｃｍ×厚さ３ｍ
ｍ）の発光面に塗布し、乾燥させて蛍光膜を形成した。
次に、図５に示すように導光体の発光面及び光源が接続
される端面を除いて反射膜を設け、さらに導光板の一端
面に光源として窒化物半導体からなる紫外発光ダイオー
ド（発光出力：５ｍＷ、ピーク波長：３８０ｎｍ）を複
数個配置させ、面状発光装置を作製した。
【００６１】
【実施例７】実施例３で得られた有機高分子錯体（高分
子配位子－３）Ｅｕ(II)（ａｃａｃ）をナイロン１２に
１ｗｔ％添加して加熱混合した後、押出成型により板状
の導光板を形成した。次に、図６に示すように、導光体
の発光面及び光源が接続される端面を除いて反射膜を設
け、さらに導光板の一端面に光源として窒化物半導体か
らなる紫外発光ダイオード（発光出力：５ｍＷ、ピーク
波長：３８０ｎｍ）を複数個配置させ、面状発光装置を
作製した。
【００６２】
【発明の効果】本発明は新規な有機高分子錯体発光体お
よびその製造方法に関するもので、この有機高分子錯体
発光体の最大の用途は有機ＥＬ素子用である。本発明の
有機高分子錯体発光体を有機ＥＬ素子の有機層に用いれ
ば、スピンコーター、スクリーン印刷、スプレー塗布な
どの簡単な装置を用いて薄膜化が可能になるため、デバ
イスの生産性向上、大型化、形状の複雑化に対し非常に
有利である。
【００６３】さらに本発明の有機高分子錯体発光体は、
金属の選択、配位子の選択により、発光色を容易に変え
得るという最大の効果が得られる。
【００６４】このように本発明の有機高分子錯体発光体
は、発光材料を高分子金属錯体にすることにより、高分
子発光体と金属錯体発光体の特徴を合わせ持たせること
ができ、その技術的価値は非常に大きいものである。
【００６５】また、本発明の有機高分子錯体発光体は、
この有機高分子錯体発光体からの発光よりも短い波長の*
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*光により励起されて発光するという発光特性を持つ。従
って、有機高分子錯体発光体を、有機高分子錯体発光体
を励起可能な光を発する光源と組み合わせて、表示用や
照明用など種々の用途に適用可能な発光装置を作製する
ことができる。特に光源として、半導体レーザや発光ダ
イオードなどの半導体発光素子を用いれば、発光効率が
高く、信頼性に優れた発光装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  実施例１で得られた有機高分子錯体発光体の
発光スペクトルを示すグラフ図である。
【図２】  実施例２で得られた有機高分子錯体発光体の
発光スペクトルを示すグラフ図である。
【図３】  本発明の一実施の形態の発光装置を説明する
模式図であり、（ａ）が斜視図（ｂ）が（ａ）のＸＸ’
方向における断面図である。
【図４】  本発明の一実施の形態の発光装置を説明する
模式図であり、（ａ）が斜視図（ｂ）が（ａ）のＹＹ’
方向における断面図である。
【図５】  本発明の一実施の形態の発光装置を説明する
模式図
【図６】  本発明の一実施の形態の発光装置を説明する
模式図
【図７】  本発明の一実施の形態の発光装置を説明する
模式図
【符号の説明】
１１、２１、３１・・・・導光体
１２・・・・有機高分子錯体発光体溶液
１３、２３、３３、４３・・・・光源
２２、３２・・・・蛍光膜
４１・・・・導光板
３４，４４・・・・反射膜
５１・・・・コア部
５２・・・・クラッド部
５３・・・・被覆部

【図３】 【図４】 【図７】
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【図１】

【図２】

【図５】 【図６】



(12) 特開２００１－２２０５７９

フロントページの続き
  
(72)発明者  松下  俊雄
            徳島県阿南市上中町岡491番地100  日亜化
            学工業株式会社内



专利名称(译) 有机大分子复合物发光体及其制备方法，使用其发光器件

公开(公告)号 JP2001220579A 公开(公告)日 2001-08-14

申请号 JP2000358665 申请日 2000-11-27

申请(专利权)人(译) 日亜化学工业株式会社

[标]发明人 岡田雄志
牧野健哉
久保朋也
松下俊雄

发明人 岡田 雄志
牧野 健哉
久保 朋也
松下 俊雄

IPC分类号 H01L51/50 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/30 H01L51/40 H05B33/14

CPC分类号 H01L51/004 H01L51/0004 H01L51/0077 H01L51/5012

FI分类号 C09K11/06.680 C09K11/06.660 H05B33/14.B H05B33/14.BZN.M

F-TERM分类号 3K007/AB04 3K007/AB18 3K007/DA01 3K007/DB03 3K007/EB00 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107
/BB02 3K107/CC22 3K107/CC42 3K107/CC45 3K107/DD62 3K107/DD64 3K107/EE25 3K107/FF14 
3K107/FF18

优先权 1999339488 1999-11-30 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种具有高发光效率的有机聚合物复合发光材料及其
有机聚合物复合发光材料，该发光材料可通过使用诸如旋涂机，丝网印
刷，喷涂等简单的装置容易地形成薄膜。 提供一种使用主体的发光器
件。 解决方案：一种有机聚合物复合发光材料，其中具有β-二酮基的聚
合物聚合物配体和有机化合物配体与金属配位。 制备有机聚合物复合发
光材料的方法是使具有β-二酮基的聚合物，有机化合物配体和金属化合
物反应。 此外，通过将有机聚合物配合物发光体与发出能够激发有机聚
合物配合物发光体的光的光源组合来制造发光器件。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/6409574e-f386-4c52-9fda-9b2d74332ef3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026576434/publication/JP2001220579A?q=JP2001220579A

